多室磁控溅射系统技术参数
一、采购内容01—多室磁控溅射系统
（一）设备信息
1.设备名称：多室磁控溅射系统
2.数量：1台
（二）用途、功能和参数要求
一、设备用途、功能：
1、多室磁控溅射镀膜机，它是在高真空条件下，通过磁控溅射的方法，在衬底上沉积各种化合物、混合物单层或多层膜，在衬底上沉积各种金属或合金电极并形成器件。主要用于有机半导体材料的物理化学性能研究、有机半导体器件的研究等。
 二、参数要求
1.镀膜室： 
1.1.、真空腔体：真空腔体用优质 304 不锈钢（前开门型腔体），表面电解处理；合理布置设备所需安装口，预留 CF35 刀口法兰 2 套用于将来设备扩展； 
1.2、磁控靶：4 英寸永磁靶 2 套，强磁靶 1 套，靶头角度可调，配置靶挡板；靶工作模式：可单独溅射，也可共同溅射； 
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1.4基片挡板：配装基片挡板； 
1.5基片加热器温度：室温～200±1℃，温度可控可调；     
1.6基片旋转：自转速度 0～10转/分，在线可控可调； 
1.7、靶基距：可调节衬底与靶材间距(90-150mm)； 
1.8、极限真空：≤ 7.0×10-5Pa； 
1.9、工作真空：≤ 7.0×10-4Pa； 
1.10、恢复工作真空时间：40分钟左右（新设备充干氮气）； 
1.11、漏率：关机 12 小时真空度≤10Pa；
2.进样室： 
2.1、真空腔体：真空腔体用优质 304 不锈钢（前开门型腔体），表面电解处理；合理布置设备所需安装口，预留 CF35 刀口法兰 2 套用于将来设备扩展； 
2.2、基片库：基片尺寸 ≥ 300x300mm； 
2.3、样品传递杆一套； 
2.4、极限真空：≤ 5.0×10-4Pa； 
2.5、工作真空：≤ 5.0×10-3Pa； 
2.6、恢复工作真空时间：≤  30 分钟左右（新设备充干氮气）； 
2.7、漏率：关机 12 小时真空度≤10Pa；


